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Der CBM Mikro Vertex Detektor (MVD)
CMOS Monolithic Active 

Pixel Sensor (MAPS)

Für reines Si
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Resultat
Annahme: Gleiche Zahl von Kristallschäden 

laut TRIM => gleicher Strahlenschaden

• Zahlreiche Borzerfälle im Substrat möglich
• Fragmente dringen in Epi-Schicht ein
• Erwartet: Zusätzlicher Strahlenschaden

Ergebnis Experiment

Gleicher Messwert

anderer Härtefaktor
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• Messe Leckstrom
• Theorie: Gleicher 

Leckstrom, gleicher 
Schaden.

=> Härtefaktor

Theorie: Berechne Schaden auf Basis der durch Strahlung erzeugten
Fehlstellen im Silizium => Theoretischer Härtefaktor.

Resultat

Antwort: Faktor ~100 stärker als N-dotiertes Silizium.
Muss bei Detektorauslegung berücksichtigt werden.
 Unkritisch für CBM, kritisch für andere?

Experiment: Vergleiche Strahlenschäden => Empirischer Härtefaktor

TRIM: Fragmente haben 
genug Reichweite, um 
vom Substrat in die Epi-
Schicht zu fliegen.
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